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摘 要

本實驗研究以雙靶離軸式射頻磁控濺鍍系統磊晶成長鈦酸鑭摻鍶薄膜 (SrxLa1-xTiO3 , 0.16 < x < 0.86) 於LaAlO3(100)

、SrTiO3(100)與MgO(100)基座上，並討論在不同基座之下晶格應力對於鈦酸鑭摻鍶薄膜特性的影響。在本實驗中，我們

預期La3+離子將會被Sr2+離子所取代，造成電子產生傳輸行為，使得鈦酸鑭摻鍶薄膜具有導電性。在不同的基座之下時

，基座與薄膜之間的晶格應力強度也會由於晶格匹配度的相異而有所不同，並使得薄膜的特性產生改變。最後再藉由電阻

率對溫度關係與霍爾效應等量測來觀察其電子傳輸行為，並由以上各項的結果來探討晶格應力對於薄膜所產生的影響。

關鍵詞 : 鈦酸鑭?砐痋B晶格應力、霍爾效應
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